چكيده:

ترانزيستور تك الكتروني در حقيقت مانند يك جعبه الكترون است كه داراي دو اتصال جداگانه براي ورود و خروج الكترون مي‌باشد. بزرگترين مزيت ترانزيستور تك الكتروني آن است كه در ابعاد بسيار كوچك (درحد نانومتر) قابل ساخت است. تا سالهاي اخير كاركرد ترانزيستورهاي تك الكتروني فقط در دماهاي بسيار پايين (درحد چندصدميلي كلوين) امكان پذيربود، ولي به تازگي تجربيات  آزمايشگاهي نشان داده‌اند كه امكان ساخت اين ترانزيستورها به صورتي كه در دماي اتاق كار كنند وجود دارد. اگر امكان توليد ترانزيستورهايي با كاركرد در دماي اتاق در صنعت فراهم شود، پيشرفتهاي چشمگيري در الكترونيك ايجاد خواهد نمود. 
در اين پايان نامه سعي شده است اصول ترانزيستور تك الكتروني و همچنين پيشرفتهاي اخير در زمينه كاركرد آن در دماي اتاق بررسي شود. براي اين منظور در سه فصل متوالي تلاشي را آغاز مي‌كنيم كه اميد است ثمره آن شناخت مخاطب از ترانزيستورهاي تك الكتروني و كاركرد آنها در دماي اتاق باشد.

در فصل اول پديده تونل‌زني و شكاف انرژي، كه اصول كاركرد ترانزيستور تك الكتروني را تشكیل مي‌دهد، بررسي شده است. اين فصل بيانگر مكانيسم تونل زني و كاربرد آن در ترانزيستور تك الكتروني مي‌باشد. در فصل دوم ابتدا اصول كاركرد ترانزيستور تك الكتروني بيان شده و سپس كاربردهاي آن بررسي گرديده است. اين ترانزيستور داراي كاربردهاي وسيعي در زمينه هاي مختلف الكترونيك از جمله حافظه ها، الكترومترها و اندازه گيري سطوح انرژي مي باشد.  در اين فصل همچنين روشهاي ساخت ترانزيستور تك الكتروني مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم به كاركرد ترانزيستور تك الكتروني در دماي اتاق مي‌پردازد. در اين فصل تحقيقات انجام گرفته براي كاركرد اين ترانزيستور در دماي اتاق و همچنين آزمايشات انجام شده بررسي شده‌اند. كاركرد اين ترانزيستور در دماي اتاق عمدتاً با كوچك كردن ابعاد آن ميسر مي شود. اميد است كه در آينده بتوان نتايج تجربيات آزمايشگاهي را براي توليد انبوه در صنعت به كار برد.

خواننده مي‌تواند برای اطلاعات تكميلي به منابع ذكر شده رجوع نمايد.

